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(54) Procedeu de fabricare a dispozitivului semiconductor cu jonctiune p-n in

relief (variante)
(57) Rezumat:
1 2

Inventia se referd la domeniul energeticii metalic pe suprafata stratului al doilea si pe
regenerabile si electrotehnicii, in special, la suprafata posterioard a  substratului, si
dispozitive semiconductoare de conversie a decuparea structurii obtinute in cristale.
radiatiei solare in energie electricd, si poate fi Procedeul, conform variantei a doua, se
utilizatd in fabricarea celulelor fotovoltaice sit 5  deosebeste prin aceea ca include cresterea
dispozitivelor semiconductoare de temperatura epitaxiala pe suprafata substratului a unui prim
inalta. strat planar din semiconductor de tip similar

Procedeul de fabricare a dispozitivului substratului, depunerea pe suprafata primului
semiconductor cu jonctiune p-n in relief, strat a unui strat din material amorf de hidrat al
conform primei variante, include degresarea in 10 oxidului de metal A prin cufundarea
solvent organic si corodarea 1in solutie substratului in solutie saturatd de sare a
amoniacald a unui substrat semiconductor metalului A cu valoarea pH 3...4,1, formarea
executat in forma de plachetd din compus A’B° pe acesta a unei microstructuri in relief prin
de tip n sau p dezorientat cristalografic cu introducerea substratului la momentul sau
3...5° (100) spre (110), formarea pe acesta a 15 ulterior depunerii stratului din material amorf
unei microstructuri in relief, de exemplu, prin intr-un camp magnetic alternativ, tratarea
decaparea chimica in solutie acidd selectiva termicd in vid la temperatura de 230...320°C
HCI-HNO3-H,O,  cresterea  epitaxiala  pe timp de 2 ore, apoi — in mediul cu prezenta
suprafata substratului a unui prim strat din oxigenului la temperatura de 550...610°C timp
semiconductor de tip similar substratului, de 5 min, §i tratarea chimicd in solutie
formarea  jonctiunii p-n  prin  cresterea amoniacald, de asemenea formarea jonctiunii
epitaxiala pe suprafata primului strat a stratului p-n prin cresterea epitaxiald pe suprafata
al doilea din semiconductor de tip opus stratului din material amorf in relief a stratului
primului strat, inlaturarea straturilor de pe al doilea din semiconductor de tip opus

partea posterioara a substratului, de exemplu,
prin slefuire mecanicad, depunerea contactelor,
de exemplu, prin aplicarea a cate un strat

primului strat.
Revendicari: 2



(54) Method for manufacturing a semiconductor device with relief p-n junction

(embodiments)

(57) Abstract:
1

The invention relates to the field of
renewable power engineering and electrical
engineering, in particular to semiconductor
devices for conversion of solar radiation to
electrical energy, and can be used in the
manufacture of photoelectric cells and high-
temperature semiconductor devices.

The method for manufacturing a
semiconductor device with relief p-n junction,
according to the first embodiment, includes the
degreasing in organic solvent and etching in
ammonia solution of a semiconductor substrate
made as a plate of A*B® n or p-type compound
crystallographically disoriented by 3...5° (100)
to (110), formation on it of a relief
microstructure, for example, by chemical
etching in selective acid solution HCI-HNO;-
H,0, epitaxial growth on the surface of a first
semiconductor layer of a type identical to the
substrate, formation of the p-n junction by
epitaxial growth on the surface of the first
layer of the second semiconductor layer of a
type opposite to the first layer, removal of
layers from the reverse side of the substrate,
for example, by mechanical grinding,
application of electrical contacts, for example,
by applying a metal layer on the surface of the
second layer and on the reverse surface of the
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2
substrate, and cutting of the resulting structure
into crystals.

The method, according to the second
embodiment, is characterized in that it includes
the epitaxial growth on the substrate surface of
a first planar semiconductor layer of a type
identical to the substrate, application on the
surface of the first layer of a layer of
amorphous material of metal oxide hydrate A
by dipping the substrate into a saturated
solution of metal salt A with pH value 3...4.1,
formation on it of a relief microstructure by
introduction of substrate at the moment of or
after the application of the layer of amorphous
material in an alternating magnetic field, heat
treatment in vacuum at a temperature of
230...320°C for 2 hours, then — in the
environment with the presence of oxygen at a
temperature of 550...610°C for 5 minutes, and
chemical treatment in an ammonia solution, as
well as formation of the p-n junction by
epitaxial growth on the surface of the relief
layer of amorphous material of the second
semiconductor layer of a type opposite to the
first layer.

Claims: 2

(54) Cnoco0 u3roToBJieHHUs! MOJYNPOBOIHMKOBOI0 NpUdopa ¢ pejbedHbIM P-N

nepexoaoM (BapMaHThbI)
(57) Pedepar:

Nzo0perenne  oTHOCHUTCS K OOJIacTH
BO300HOBISIEMOI SHEPreTHKH W 3JEKTPOTEX-
HHUKH, B YaCTHOCTH, K MOJYIPOBOJAHHKOBBIM
ycTpoiicTBaM — MpeoOpa3oBaHKs — COTHEYHOM
pamualMid B OJNEKTPHYECKYIO DJHEPIUio, |
MOKET OBITh HCIOJB30BAHO B IPOU3BOJACTBE
(OTOBONBTAMYECKUX SUYCCK W BBICOKOTEMIIE-
paTypHBIX MOJIYIPOBOIHUKOBBIX MPHOOPOB.

Crioco6  M3rOTOBICHUS — MONYIPOBOIHHU-
KoBoro rmpubopa ¢  penbeHBIM  P-N
MEepPeXo0M, COIVIAaCHO MEePBOMY BapHaHTY,
BKJIFOYAET O00C3)KHPHBAHUE B OPTaHUYECKOM
pacTBopHuTeIe M TpABICHHE B aMMHAYHOM
pacTBope  MOJYNPOBOAHMKOBOH  IMOJIOXKKH,
BBITIOJTHGHHOW B BUJE IUIATHI U3 COCAMHEHHS
A’B® n- wmm p-THIA, KPHCTAILIOrpadUUecKH
pasopuentupoBanHoii Ha 3...5° (100) k (110),
(dhopMupoBanue Ha Hel penbedHON
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MUKPOCTPYKTYpBI, HAmpuMmep, XUMHAYCCKUM
TPaBJICHUEM B CEJICKTHUBHOM KHCJIOM PacTBOpE
HCI-HNO;-H,0, smurakcuaibHOe BbIpalu-
BaHHE HA TMOBEPXHOCTU TOJJIOKKH IEPBOTrO
CIOS. W3 TOJNYIPOBOJHUKA HWACHTHYHOTO C
MOJUTOKKON  THuma,  (opMupoBanue  P-n
mepexoia AIUTAKCHATEHBIM  BBIPAIUBAHHUEM
Ha TIOBEPXHOCTH TEPBOTO CIIOS BTOPOTO CIIOS
U3  TOJYNPOBOJHHWKA  MPOTHBOIOJIOXKHOTO
MEPBOMY CJIOK0 THIIA, VOAJICHUE CIIOCB C
00paTHOW CTOPOHBI TIOMJIOKKH, HAIpPUMED,
MEXaHUYEeCKUM NUTU(POBAHUEM, HAHCCCHUE
KOHTAKTOB, HANpUMeEp, HAHECCHHEM IO
OTHOMY METAILTHYECKOMY CJIO0 Ha
MMOBEPXHOCTh BTOPOTO CJIOS M Ha OOpaTHYIO
MMOBEPXHOCTh  TIOJUTOXKKH, W  Hape3aHHe
MTOJYYCHHOM CTPYKTYPHI Ha KPUCTAJLIHL.



Croco0, coracHO BTOPOMY BapUaHTy,
OTIMYaercs TEeM, 4YTO BKJIIOYAaeT  OIH-
TaKCHaJIbHOE BBHIPALIMBAHUE HA IMOBEPXHOCTH
HOUIOXKKH ~ IIE€PBOr0  IUIOCKOTO  ClIOA W3
TIOJYTIPOBOJIHUKA HMJIEHTHYHOTO C ITOJUTOKKOU
TUIIa, HAaHECEHWE Ha IIOBEPXHOCTH IIEPBOTO
cios cnosd aMmopHOro Marepuana TUApaTa
OKcH/a MeTauia A TIOrpy>KeHHEM ITOJUIOKKHU B
HACBILEHHBI pacTBOp coau MeTamaa A c
BenmunHoit pH 3...4,1, dopmupoBaHue Ha HEM
perbeHOH  MHKPOCTPYKTYpPbI — BBEICHHUEM
MOAJIOKKH B MOMEHT WM IIOCIIE HaHECEHHMs
cios aMop(HOro Marepuana B IHEPEMEHHOE
MarHuTHOE I10JIe, TEPMUIECKOH 00paboOTKOH B

Bakyyme mpu Ttemreparype 230...320°C B
TeYeHHe 2 4YacoB, 3aTeéM — B Cpeie ¢
MPUCYTCTBHEM KHUCIOpPOJAa MU TEMIeparype
550...610°C B Teuenme 5 MUHYT, U
XUMHYECKOH  00paboTKOi B aMMHauyHOM
pactBope, a Takke (opMHpOBaHHE P-N
nepexoa SMUTAKCHATIBHBIM  BbIPAIIUBAHHEM
Ha IIOBEPXHOCTH peNbe(HOro CIos U3
amopdHOro MaTepmaza BTOPOrO CIOS U3
MONTYIPOBOJIHAKA TPOTHBOIOIIOKHOIO MEPBO-
MY CJIOIO THIIA.
I1. popmymsr: 2
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Descriere:

Inventia se referd la domeniul energeticii regenerabile si electrotehnicii, in special, la
dispozitive semiconductoare de conversie a radiatiei solare in energie electrica, i poate fi utilizata
in fabricarea celulelor fotovoltaice si dispozitivelor semiconductoare de temperatura inalta.

Este cunoscut un procedeu de fabricare a celulei fotovoltaice texturate cu jonctiune p-n din
siliciu (Si), destinata aplicatiilor spatiale, care include decaparea suprafetei (100) a siliciului in
solutie anizotropa cu 2...3% NaOH. Dupa decapare pe suprafatd se formeazd piramide
patrulaterale cu inaltimea de 1...2 um, limitate de suprafetele (111), forméand la varf un unghi de
70,5°, ceea ce constituie stratul texturat al celulei fotovoltaice texturate. Procedeul mai include
formarea jonctiunii p-n, de exemplu, prin difuzia fosforului dupa formarea stratului texturat,
depunerea unei plase metalice pe suprafata de receptie a radiatiei solare §i a unui strat metalic
continuu pe suprafata posterioara a celulei fotovoltaice texturate [1].

Dezavantajul acestui procedeu consta in imposibilitatea fabricarii celulei fotovoltaice texturate
din alte aliaje semiconductoare, ce pot fi utilizate la temperaturi mai mari decat Si, a carui eficienta
de conversie a radiatiei solare se micsoreaza la cresterea temperaturii. De exemplu, instalatiile
heliotehnice moderne, care amplifica radiatia solara cu céteva ordine, functioneaza in conditii de
temperaturi inalte (120...300°C) si nu pot fi inzestrate cu panouri fotovoltaice din siliciu.

Cea mai apropiata solutie este un procedeu de fabricare a elementului semiconductor, care
include cresterea primului strat semiconductor pe un substrat in forma de plachetd de tip n sau p
dezorientat cristalografic cu 3...5° (100) spre (110), iradierea stratului semiconductor cu un flux
de particule, de exemplu protoni, pentru reglarea timpului de viatd a purtatorilor de sarcing,
formarea jonctiunii p-n prin cresterea epitaxiala pe suprafata primului strat a stratului al doilea din
semiconductor de tip opus primului strat, inlaturarea straturilor de pe partea posterioard a
substratului, de exemplu, prin slefuire mecanica, depunerea contactelor, de exemplu, prin aplicarea
a cate un strat metalic pe suprafata stratului al doilea si pe suprafata posterioard a substratului, si
decuparea structurii obtinute in cristale [2].

Dezavantajele acestui procedeu constau in urmatoarele:

- iradierea cu fluxul de particule schimba doar concentratia, tipul si caracteristicile purtatorilor
de sarcina la formarea jonctiunii p-n, dar nu schimba morfologia suprafetei semiconductorului pe
care ar putea fi crescute in continuarea procedeului tehnologic alte straturi performante pentru
fabricarea dispozitivului din A®B®, de exemplu, prin metoda de epitaxie de clorurd din fazi
gazoasa;

- costul ridicat al produsului din cauza utilizarii instalatiei tehnologice unice §i costisitoare de
iradiere cu un flux de particule.

Problema pe care o rezolva inventia este majorarea eficientei §i stabilitatii parametrilor
energetici ai dispozitivului semiconductor cu jonctiune p-n din semiconductor AB®, obtinut prin
tehnologia de epitaxie de clorura din faza gazoasa (celula fotovoltaica, dispozitiv de putere etc.) in
conditii de exploatare la temperaturi inalte (100...260°C), de exemplu, in constructia heliostatului,
care functioneaza cu energie solard concentrata.

Procedeul, conform inventiei, inlaturd dezavantajele mentionate mai sus prin faptul cé include,
conform primei variante, degresarea in solvent organic si corodarea in solutie amoniacala a unui
substrat semiconductor executat in forma de plachetd din compus A®B® de tip n sau p dezorientat
cristalografic cu 3...5° (100) spre (110), formarea pe acesta a unei microstructuri in relief, de
exemplu, prin decaparea chimica in solutie acida selectiva HCI-HNO;-H,0, cresterea epitaxiala pe
suprafata substratului a unui prim strat din semiconductor de tip similar substratului, formarea
jonctiunii p-n prin cresterea epitaxiald pe suprafata primului strat a stratului al doilea din
semiconductor de tip opus primului strat, inlaturarea straturilor de pe partea posterioard a
substratului, de exemplu, prin slefuire mecanica, depunerea contactelor, de exemplu, prin aplicarea
a cate un strat metalic pe suprafata stratului al doilea si pe suprafata posterioard a substratului, si
decuparea structurii obtinute in cristale.

Conform variantei a doua, procedeul include degresarea in solvent organic si corodarea in
solutie amoniacald a unui substrat semiconductor executat in forma de placheta din compus A’B®
de tip n sau p dezorientat cristalografic cu 3...5° (100) spre (110), cresterea epitaxiala pe suprafata
substratului a unui prim strat planar din semiconductor de tip similar substratului, depunerea pe
suprafata primului strat a unui strat din material amorf de hidrat al oxidului de metal A prin
introducerea substratului in solutie saturata de sare a metalului A cu valoarea pH 3...4,1, formarea
pe acesta a unei microstructuri in relief prin introducerea substratului la momentul sau ulterior
depunerii stratului din material amorf intr-un cdmp magnetic alternativ, tratarea termicé in vid la
temperatura de 230...320°C timp de 2 ore, apoi — in mediul cu prezenta oxigenului la temperatura
de 550...610°C timp de 5 min, si tratarea chimica in solutie amoniacald, formarea jonctiunii p-n
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prin cresterea epitaxiala pe suprafata stratului din material amorf in relief a stratului al doilea din
semiconductor de tip opus primului strat; inlaturarea straturilor de pe partea posterioard a
substratului, de exemplu, prin slefuire mecanicd, depunerea contactelor, de exemplu, prin aplicarea
a cate un strat metalic pe suprafata stratului al doilea si pe suprafata posterioard a substratului, si
decuparea structurii obtinute in cristale.

Rezultatul tehnic al inventiei constd in posibilitatea fabricarii la costuri mici a dispozitivului cu
jonctiune p-n in relief prin aplicarea unei tehnologii mai performante pentru materiale
semiconductoare de tip A’B® — cresterea epitaxiald cu transport de reactii din fazi gazoasa in
varianta clorurd. Jonctiunea p-n in relief, de exemplu, in celula fotovoltaica sporeste eficienta de
conversie a energiei solare concentrate cu 10...12%, iar in dispozitive de redresare ultrarapide de
temperatura inalta (260°C) ridica fiabilitatea functionarii dispozitivului.

Rezolvarea tehnica consta in inlocuirea Si cu un semiconductor cu banda energetica mai mare
de 1,1 eV (Si), de exemplu cu compusi A’B°.

Particularitatile distinctive ale inventiei constau in formarea microstructurii in relief cu
dimensiuni de 30...3000 nm pe suprafata substratului dupa degresare in solvent organic si
corodarea substratului in solutie amoniacala, de exemplu, prin decaparea chimica in solutie acida
selectivi HCI-HNO3-H,0. In prima variantd procedeul mai include cresterea epitaxiald pe
suprafata in relief a substratului a primului strat din semiconductor de tip similar substratului, si
formarea jonctiunii p-n prin cresterea epitaxiald in acelasi procedeu tehnologic a stratului al doilea
de tip opus primului strat.

Substratul semiconductor din compusi de tip A’B°, de exemplu GaAs cu orientatie (100),
fabricat industrial cu destinatie speciala pentru cresterea straturilor epitaxiale din fazé gazoasa, are
o suprafatd defectatd intentionat prin dezorientarea suprafetei (100) catre (110) cu 3...5°.
Multiplele microdefecte ale retelei cristaline pe suprafata substratului din GaAs servesc ca
multiple centre de cristalizare in limitele unui strat atomic pentru omogenizarea morfologiei
stratului epitaxial crescut planar din fazd gazoasa. Aceste defecte pot fi activate sau dezactivate
prin diferite metode, pot fi modificate ca dimensiuni, formd si orientarea pe suprafata.
Dimensiunile acestor defecte depind de caracterul reactiilor chimice si depasesc nanodimensiunile,
atingand valori de microdimensiuni. Stratul de semiconductor crescut epitaxial pe suprafata cu
multiple microdefecte prin tehnologie cu transport de reactii nu formeaza o microstructura planara.
Stratul creste la fel in relief cu morfologie neomogenad, dar ordonatd. Experimentele tehnologice
efectuate in cadrul proiectului de cercetare au demonstrat ca stratul epitaxial, crescut pe suprafata
microreliefata, repetd forma acestui relief la etapa initiala de formare.

A doua varianta se deosebeste prin cresterea epitaxiald pe suprafata substratului a primului strat
planar de tip similar substratului, depunerea sau formarea pe suprafata primului strat a unui strat cu
grosimea de 8...1000 nm din material amorf acordat la proprietétile chimice si structurale ale
materialului semiconductor, de exemplu, din hidroxid al metalului A, formarea pe suprafata
stratului amorf a unei microstructuri in relief controlate, prin aplicarea unei forte externe, de
exemplu, a campului magnetic sau a unui flux de radiatie etc. si formarea jonctiunii p-n prin
cresterea epitaxiald pe suprafata stratului din material amorf in relief a stratului al doilea din
semiconductor de tip opus substratului.

Hidroxidul de galiu, de exemplu, poate fi depus prin introducerea semiconductorului in solutia
sarurilor de galiu in intervalul valorilor pH de 3...4,1. Substanta amorfd obtinutd contine o
cantitate mare de apa, care se extrage in vid la temperatura de 230...320°C timp de pana la 2 ore.
Definitivarea dehidrazarii are loc la tratarea termicd in mediu inert cu prezenta oxigenului la
temperatura de 550...610°C timp de 5 min.

Exemplu de realizare a inventiei

Dispozitivul semiconductor cu jonctiune p-n in relief, conform primei variante, a fost
confectionat pe plachete industriale de GaAs AGCZ-30b dopate cu zinc la concentratia purtatorilor
de sarcind p* = 2:10"® cm?, utilizate in calitate de substrat pentru formarea celulei fotovoltaice.
Substratul a fost degresat in toluen, corodat in solutie amoniacald si introdus in solutie acida
HCI:HNO;3:H,0O pentru 10...50 s, apoi spalat cu apa deionizata si uscat in acetona, formand astfel
un strat in relief. Pe acest substrat a fost crescut epitaxial primul strat planar de GaAs cu
concentratia purtatorilor de sarcina p® = 4-10"” cm™ si grosimea de 7 pm prin utilizarea tehnologiei
cu transport de reactii in sistemul Ga—AsClz—H,. In acelasi proces tehnologic, conform regimului
de depunere, a fost crescut epitaxial al doilea strat de GaAs cu grosimea de 3 um, dopat cu telur
pana la concentratia purtitorilor de sarcina n* = 10" cm™. Astfel crescut, al doilea strat epitaxial,
care formeaza jonctiunea p-n, are o suprafata in relief (texturatd) cu pas de 2...2,3 um si Inéltimea
de 80...180 nm, formand un unghi de varf de pana la 120°. Dupa epitaxie partea posterioara a
substratului a fost slefuitd pana la obtinerea grosimii structurii de 0,2 mm, pentru inlaturarea
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straturilor epitaxiale, si a fost acoperitd cu un strat metalic din aliaj de argint cu zinc pentru
formarea contactului. Un alt contact, in forma de plasa metalica, a fost depus din indiu pe al doilea
strat crescut epitaxial. Suprafata dispozitivului semiconductor obtinut este de 2x2 cm®. Celula
fotovoltaica texturatd confectionatd in baza acestui dispozitiv a fost testata la imitatorul de radiatie

solard ST-1000. Rezultatele testarii celulei fotovoltaice texturate in comparatie cu parametrii
celulei fotovoltaice planare din GaAs 1n conditii AM1 sunt prezentate in tabel.
Tabel
Parametrul Celula fotovoltaica Celula fotovoltaica
texturata clasica

Randamentul, % 1,2 19

Densitatea curentului de scurtcircuit, 2,7 24,7

mA/cm®

Tensiunea optimala, V 0,475 0,475

Rezistenta de sunt, Q /cm? 3706 669

Rezistenta consecutivi, Q /om? 52,547 0,01

Coeficientul de umplere a CVA, % 78,8 76,2

Varianta a doua a procedeului de fabricare a dispozitivului semiconductor cu jonctiune p-n
reliefatd a fost realizatd pe plachetd industriald de arseniura de galiu AGCO-30b, dopaté cu staniu
la concentratia purtitorilor de sarcind n* = 210" cm™ utilizata in calitate de substrat pentru
formarea structurii de redresare a curentului. Pe substrat a fost crescut epitaxial primul strat planar
de GaAs cu concentratia purtitorilor de sarcind n° = 7-10"® cm™ si grosimea de 28 um prin
utilizarea tehnologiei cu transport de reactii in sistemul Ga—AsCl;—H,. Placheta cu primul strat
epitaxial a fost introdusa in solutie saturata de sare a oxidului de galiu cu pH 3...4,1 dintr-un vas
plat, amplasat in cdmp magnetic pe o matrita lineara depanatd din conductor electric si alimentata
cu curent alternativ pana la 1,2 A. Hidratul oxidului de galiu depus pe primul strat epitaxial a fost
tratat termic in vid la temperatura de 280 °C timp de 2 ore, apoi — in reactor cu gaz inert la
temperatura de 600 °C timp de 5 min. Structura obtinutd din substrat, primul strat epitaxial si
stratul amorf de hidroxid de galiu cu suprafata in relief a fost tratata in solutie amoniacala si a fost
introdusd in instalatia de epitaxie, si conform regimului tehnologic de depunere, a fost crescut
epitaxial al doilea strat de GaAs dopat cu telur la concentratia purtitorilor de sarcindn* = 10°cm™,
cu grosimea de 12 um. Astfel crescut, al doilea strat are o suprafata in relief (texturatd). Dupa
epitaxie partea posterioara a substratului a fost glefuita pentru inlaturarea straturilor epitaxiale si a
fost acoperitd cu un strat metalic din aliaj de argint cu zinc pentru formarea contactului. Un alt
contact a fost depus din aliaj aur-germaniu pe al doilea strat. Dispozitivul semiconductor cu
suprafata de 3,4x3,4 mm? calculat la densitatea curentului nominal de 430 A/cm?, temperatura
camerei §i amplasat in capsula DO-5, are caderea de tensiune in direct 1,35 V si functioneaza cu
succes si la densitatea curentului de 1730 A/em®, avand rezistenta diferentiald constantd 2:10° Q,
independentd de temperatura si tensiunea in direct 1,52 V. Limita materialului semiconductor
GaAs la acest parametru depaseste 3000 A/cm?.

Exemplele realizate demonstreaza urmatoarele:

1. Dispozitivul semiconductor cu jonctiune p-n in relief in varianta constructivd de celuld
fotovoltaicd din GaAs are pierderi optice reduse datoritd efectului de multiplicare a reflexiei
luminii de la suprafata texturatd si creeaza conditii, In care drumul parcurs de lumina in
semiconductor nu este perpendicular pe jonctiunea p-n. Jonctiunea p-n in relief este mai aproape
de zona semiconductorului, care genereazd purtatori de sarcind la actiunea luminii, fiind astfel
stimulatd cresterea eficientei de colectare a purtatorilor (coeficientul de umplere 78,8%).

2. Celula fotovoltaica texturatd are o rezistentd de sunt de 3,8 ori mai mare decat celula
fotovoltaica planard, ce demonstreazd reducerea pierderilor de energie pe suprafatd, care se
datoreaza micsorarii efectului de recombinare a purtatorilor de sarcind pe suprafatd in lipsa
straturilor optice antireflectorii.

3. Densitatea curentului in celula fotovoltaicd texturatd este determinatd de parametrii
electrofizici si cei constructivi ai primului strat epitaxial ca o componenta esentiald la formarea
rezistentei constructive a dispozitivului. Optimizarea parametrilor acestui strat la parametrul
rezistenta specifica de la 52,5 Q/cm? la 1 Q/cm? conduce la cresterea densitatii curentului pana la
80 mA/cm?,

4. Temperatura de lucru a dispozitivelor semiconductoare din GaAs poate atinge valori de
260...300°C.
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(56) Referinte bibliografice citate in descriere:
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Iox pen. M.M. Kontyna. Mocksa, Dneproaromusaat, 1987, p. 171
2. RU 99117920 A 2001.07.20

(57) Revendicari:

1. Procedeu de fabricare a dispozitivului semiconductor cu jonctiune p-n in relief, care
include degresarea in solvent organic §i corodarea in solutie amoniacald a unui substrat
semiconductor executat in formd de placheta din compus A®B® de tip n sau p dezorientat
cristalografic cu 3...5° (100) spre (110); formarea pe acesta a unei microstructuri in relief, de
exemplu, prin decaparea chimica in solutie acida selectivdi HCI-HNO;-H,O; cresterea
epitaxiala pe suprafata substratului a unui prim strat din semiconductor de tip similar
substratului; formarea jonctiunii p-n prin cresterea epitaxiala pe suprafata primului strat a
stratului al doilea din semiconductor de tip opus primului strat; inlaturarea straturilor de pe
partea posterioard a substratului, de exemplu, prin slefuire mecanica; depunerea contactelor, de
exemplu, prin aplicarea a cate un strat metalic pe suprafata stratului al doilea si pe suprafata
posterioara a substratului, si decuparea structurii obtinute in cristale.

2. Procedeu de fabricare a dispozitivului semiconductor cu jonctiune p-n in relief, care
include degresarea in solvent organic §i corodarea in solutie amoniacald a unui substrat
semiconductor executat in formd de plachetd din compus A®B® de tip n sau p dezorientat
cristalografic cu 3...5° (100) spre (110); cresterea epitaxiala pe suprafata substratului a unui
prim strat planar din semiconductor de tip similar substratului; depunerea pe suprafata primului
strat a unui strat din material amorf de hidrat al oxidului de metal A prin introducerea
substratului in solutie saturatd de sare a metalului A cu valoarea pH 3...4,1; formarea pe acesta
a unei microstructuri in relief prin introducerea substratului la momentul sau ulterior depunerii
stratului din material amorf intr-un cdmp magnetic alternativ, tratarea termica in vid la
temperatura de 230...320°C timp de 2 ore, apoi — in mediul cu prezenta oxigenului la
temperatura de 550...610°C timp de 5 min, i tratarea chimica in solutie amoniacala; formarea
jonctiunii p-n prin cresterea epitaxiald pe suprafata stratului din material amorf in relief a
stratului al doilea din semiconductor de tip opus primului strat; inlaturarea straturilor de pe
partea posterioard a substratului, de exemplu, prin slefuire mecanica; depunerea contactelor, de
exemplu, prin aplicarea a cate un strat metalic pe suprafata stratului al doilea si pe suprafata
posterioara a substratului, si decuparea structurii obtinute in cristale.
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